
研究室で開発した
集積回路チップ

時間領域アナログＡＩプロセッサカオスを利用する脳型処理モデル・回路

ひびきのチーム，
ロボカップ＠ホーム
に参戦．
脳型人工知能に
興味ある人を募集中！
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海馬・扁桃体・前頭前野の脳型モデルと集積回路化・ホームサービスロボットへの応用

より人の考え方に近く、
いつも人に寄り添い、
個人の経験・記憶・判断を
サポートするAI

立野研究室・田向研究室と共同



ＡＩチップ用強誘電体アナログメモリ素子

『自作チップ・コンテスト in ひびきの』 研究室のデータ

ＡＩチップ用抵抗変化型アナログメモリ素子

■受入学生の出身校（国内のみ，累積）
九工大，北九州市立大，長崎大，熊本大，琉球大，福岡大，
広島大，東京理科大，東京電機大，広島工大，金沢工大，日大，
芝浦工大，北九州高専，大分高専，有明高専，佐世保高専，
熊本高専（熊本），鹿児島高専，宇部高専，香川（高松）高専，
米子高専，奈良高専，大島商船高専
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抵抗変化型
メモリ（ReRAM）
の原理

脳型学習ルール（STDP）
の実現（測定結果）Siチップ上のメモリ素子と制御回路

（北大と共同研究）
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産総研（つくば）と共同研究

超高抵抗・アナログ書込み

■研究室修了生の主要就職先（累積，会社名は就職時）
博士前期課程（修士）： ソニーLSIデザイン（2名），東芝，
ルネサステクノロジ（2名），ルネサスデザイン，
日立超LSIシステムズ，富士通デバイス，沖電気工業，
DNP・LSIデザイン，サンディスク，旭化成エレクトロニクス，
ザインエレクトロニクス，セイコーNPC，マツダ，アイシン精機，
ジェイテクト，富士通テン（3名），デンソーテクノ，ヤマハ，
NTTファネット，オムロン・ヘルスケア，アルパイン，PFU，
日本システムウエア，日本電産，日鉄エレックス，アマダ
博士・ﾎﾟｽﾄﾞｸ： 東芝（3名），ソニーLSIデザイン，ホンダ，富士重
工，東京エレクトロン，テムザック，北九州高専，宇部高専，東大

海馬モデルの集積回路化

キュー細胞

場所細胞

速度情報

経路依存場所細胞

頭方位情報

時間細胞

場所を表現する場所細胞ネットワークの集積回路向けモデル

脳のモデルとしてのレザバー計算機

場所・時間・イベントを符号化する『海馬-嗅内皮質モデル』

時系列学習成功例 時系列学習失敗例

集積回路化可能なレザバーモデルの最適化設計


